
スタックCSPテクノロジーは、さまざまな種類の半導体を積層することで、ポー
タブルマルチメディア製品に求められるハイレベルなシリコン集積と省スペース
を実現します。

スタックCSP（SCSP）は、高密度の薄型コア基板、先端の部材（薄膜ダイアッ
タッチ材、ファインフィラーエポキシモールド樹脂）、および最先端のウェハ薄
型化、ダイアタッチ、ワイヤボンディング、モールドを使用して、複数のデバイ
スをファインピッチBGA（FBGA）に積載します。これらの高度な組立技術と設
計やテストの専門技術を組み合わせることで、歩留まりとパッケージ取付け高さ
の要件を満たしながら、最大16までのアクティブチップを積層可能です。

これまで、極めて高密度で複雑なデバイススタックの課題解決に貢献して参り
ました。その結果、Amkorは、NAND、NORおよびDRAMメモリ、デジタルベ
ースバンドまたはアプリケーションプロセッサ+高密度フラッシュまたはモバ
イルDRAMデバイスを含む、ピュアメモリ、ミックスドシグナルおよびロジッ
ク+メモリデバイスの積載において確固たる実績を持つに至りました。設計エ
ンジニアは、スタックCSP技術を使用することで、将来のチップセットの組み
合わせにおいてサイズとコストの削減とともに、高レベルのインテグレーショ
ンを実現しようとしています。

Applications
スタックCSPは、次のようなさまざまな設計要件に対する最適なソリューショ
ンです。

 f より高いメモリ容量とより効率的なメモリアーキテクチャ
 f 小型、軽量、また更にイノベーティブな新製品のフォームファクター
 f 低コスト、省スペース

Reliability Qualification

Package Level

 f 耐湿性：JEDECレベル3 @ 260°C; 追加テストデータ：[(30°C/85% RH, 
96 hours)+260] x2 or 3

 f HAST：130°C/85% RH, 96 hours
 f 温度／湿度：85°C/85% RH, 1000 hours
 f TC：-55°C/+125°C, 1000 cycles
 f HTS：150°C, 1000 hours

Board Level

 f 温度サイクル：-40°C/+125°C, 1000 cycles

スタックCSPは、ChipArray® BGA（CABGA）の製造能力を活用してい
ます。この幅広くまた大規模なキャパシティを誇るインフラストラクチ
ャにより、複数の製品や工場にまたがるチップスタッキングテクノロジ
ーの迅速な展開が可能になり、トータルコストの低減に貢献します。

FEATURES

 f ボディサイズ：2～21 mm

 f パッケージ高さ： 0.5 mm minimum

 f 多段積層メモリー、 
eMMC、eMCP、MCP

 f DRAMとロジックまたはフラッシュメモ
リーのスタックを実現する設計、組立、
テスト対応能力

 f ロジック／フラッシュ、デジタル／アナ
ログ、その他のASIC／メモリの320I/O
数を超えるコンビネーションに対応

 f 既存の標準的CABGAインフラを使用

 f 高歩留まり、高信頼性の安定した品質
レベル

 f JEDEC標準（MO-192、MO-219含む)

 f 薄型ダイアタッチフィルム（DAF）、ス
ペーサーテクノロジー、FoW、FoD

 f ワイヤボンディングのオーバーハングデ
ザインルール拡張

 f 35 μm以下の低ループワイヤボンディ
ング対応

 f トランスファー／コンプレッションモ
ールド

 f 25 µmまでのウェハ薄型化／ハンドリ
ング

 f Pbフリー、RoHS準拠、グリーンマテ
リアル

 f パッシブ部品搭載対応
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Process Highlights
 f チップ数、スタック：24チップ Max
 f ボールパッドピッチ：0.3、0.4、0.5、0.65、 

0.75、0.8 mm
 f チップ厚（Min）：25 µm
 f 積層コア厚：40、50、60、100、150 µm
 f ボール径：0.25、0.30、0.40、0.46 mm
 f ダイボンドピッチ（最小）：35 µm（インライン） 

ロードマップ25 µm
 f ワイヤ長（最大）：5 mm（200 mils）
 f ワイヤ径（最小）：15、18、20、25、30 µm
 f 低ループワイヤボンディング：35 µm
 f ウェハサイズ：200/300 mmウェハ

Standard Materials
 f パッケージ基板

 ▷ 絶縁体：ラミネート（例：DS7409、E679、 
 BTポリイミド（Kaptonなど）

 ▷ レイヤー数（ラミネート）：2-6
 f ダイアタッチ：すべてのパシベーションと互換性の 

あるフィルムDA
 f ワイヤタイプ：Ag, Au, Cu, PCC, 高強度タイプ
 f モールド：チキソトロピーエポキシ（黒）
 f はんだボール：63 Sn/37 PbおよびPb-free Sn/3-4 

Ag / 0.5 Cu
 f デバイスタイプ：シリコン、SiGeなど
 f マーキング：レーザー
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Stacked CSP Cross Section
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詳細についてはamkor.comにアクセスしていただくか、またはsales@amkor.com までメ
ールをお送りください。
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